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Description

Le rendement consommation/fréquence des futures générations de circuits intégrés sur
silicium n’est pas satisfaisant à cause de la faible mobilité électronique et des relativement
grandes tensions d’alimentation VDD requises. Ce travail se propose d’explorer
numériquement les potentialités des transistors à effet de champ (FET) à base de matériaux III-
V pour un fonctionnement en haute fréquence et une ultra basse consommation.Tout d’abord,
l’étude consiste à analyser théoriquement le fonctionnement d’une capacité MOS III-V en
résolvant de façon auto-cohérente les équations de Poisson et Schrödinger (PS). On peut ainsi
comprendre comment et pourquoi les effets extrinsèques comme les états de pièges à
l’interface high-k/III-V dégradent les caractéristiques intrinsèques. Nous avons ensuite étudié
plus en détails les performances des MOSFET III-V en régimes statiques et dynamiques sous
faible VDD, à l’aide du simulateur particulaire MONACO de type Monte Carlo. Les
caractéristiques de quatre topologies de MOSFET ont été quantitativement étudiées en termes
de rendement fréquence/consommation et de bruit. Nous en tirons des conclusions sur
l’optimisation de ces dispositifs.
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6 févr. 2016 . Le stage a pour objectif d'étudier l'impact des paramètres du . matériaux et sera
amené à collaborer avec du personnel de différents groupes. . L'objectif du stage est de
modéliser les 3 types de détecteurs afin de .. Cette étude fera donc appel à des simulations
Monte Carlo (code ... courbes I/V, etc.
EPFL - EPFL Infoscience 10.5075/EPFL-THESIS-622 Gorur, Krishnan V. A microwave ..
CMOS pour applications haute fréquence EPFL (Lausanne) 1992 ETHZ. .. Rémy Matériau
magnétique usinable pour aimants permanents à base de .. et simulation par la méthode de
Monte Carlo EPFL (Lausanne) 1991 ETHZ.
1992 Diplôme d'Ingénieur - Spécialité "Génie Physique Matériaux" .. Modélisation des nano-
transistors MOS (master 2 recherche) . développement des diélectriques de grille pour le
noeud technologique . “Monte-Carlo simulation and contribution to ... V. Talbo, "Etude
théorique du transport électronique dans les.
Quatrième Colloque Franco-Libanais sur la Science des Matériaux (CSM4) .. ETUDE ET
MODELISATION DU BRUIT DANS LES TRANSISTORS MOSFET Z. . AND
EVALUATION OF THE REDOX PROPERTIES OF V-CE-O CATALYSTS ... utilisés
également pour l'électronique de puissance et les hautes fréquences mais.
10 déc. 2010 . III.1.3 Simulation d'un barreau de silicium à polarisation nulle . . l'équation de
Boltzmann et de l'équation de Schrödinger pour le ... au nœud technologique 65 nm, les
transistors MOS de type haute ... En général, la méthode de Monte-Carlo trouve des ..
matériaux III-V et en silicium respectivement.
29 sept. 2017 . Simulation Monte Carlo de MOSFET à base de matériaux à faible bande
interdite pour une électronique haute fréquence ultra basse consommation . IEF [PN4] ANR
PNANO MOS35, Transistor MOS en matériaux III-V coord.
Bollaert : composants ultra rapides pour applications en ondes millimétriques et .. GaAs2004. à
base de matériaux haute mobilité de la filière III-V. L'ensemble de ces travaux a ... (c)
Microscopie électronique d'un transistor de longueur de grille 250 .. nous avons contribué à la
simulation des structures (par Monte Carlo).
12 déc. 2015 . 87 4.42 Simulation Monte Carlo sur la rectenna doubleur à filtres hybrides (à ..
l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques à haute fréquence [Lee et Lee, 2009, ... en utilisant
des transistors MOSFET pour lesquels la commande est .. de circuits intégrés MMIC basées
sur des matériaux III-V avancés.
Afrique Science est une revue électronique (non imprimée) internationale des sciences et
technologie, multi-disciplinaire (Math, physique, chimie, biosciences,.
Simulation Monte Carlo de Mosfet Pour Une Electronique Haute Frequence by Shi-M, . des
transistors a effet de champ (FET) a base de materiaux III-V pour un.
8 4 Modélisation atomique de transistors MOSFETs double-grille à canal de . µ n =0.15m 2



/Vs Mobilité des trous (matériau peu dopé) µ p = m 2 /Vs Propriétés de . pour les applications
"hautes performances" (microprocesseurs) ou pour les ... rythme des avancées dans le
domaine des dispositifs électroniques à bases.
indiquent pour chaque référence : les NOM et Prénom de l'auteur, le ... Commutation douce,
Haute fréquence, Transformateur ... Approche modulaire, Modélisation hybride, Simulation,
Supervision, .. Circuit électronique, Circuit intégré analogique, Méthode de Monte Carlo, .
Conduction, FET, Physique du solide.
L'application IdRef permet d'interroger les autorités des bases Calames, . 2012PA112009 :
Simulation monte carlo de MOSFET à base de materiaux III-V pour une . à haut débit avec un
transistor à haute mobilité électronique comme détecteur . 2010MON20104 : Simulation de
composants électroniques aux fréquences.
enseignées à l'ENSEIRB, à savoir l'Electronique, l'Informatique et les Télécommunications. ..
Matlab / Simulink pour la mise en oeuvre du modèle de simulation à développer lors du BE. ..
Sur la base d'une idée, l'équipe monte un projet d'entreprise. .. Ch. 2 : Transistors bipolaires et
MOSFET en haute fréquence.
électrique compacte du transistor à nanotube . Tout d'abord, je tiens à remercier Thomas
ZIMMER et Cristell MANEUX pour m'avoir . l'ACI Nanosys parmi lesquels E. BELHAIRE, V.
DERYCKE, J.-O. KLEIN, . de la Micro-électroniquE de l'IEF qui nous a chaleureusement
accueillis lors de nos ... Simulation Monte Carlo .
MOS35. MOSFET à base de matériaux à faible bande. 53 interdite pour une électronique haute
fréquence ultra basse .. modélisation système et l'électronique de traitement. Ce partenariat ...
simulations Monte Carlo Cinétique à une échelle mésoscopique . commutateurs semi-
conducteurs III-V fonctionnant par injection.
8 oct. 2017 . Pour des descriptions de cours ne figurent pas dans le catalogue UC San Diego ..
non linéaires pour transistors diodes, bipolaires et à effet de champ. .. matériaux électroniques
scientifiques en mettant l'accent sur des ... SiGe et III-V HBT, FET III-V, et les domaines de
recherche actuels sont couverts.
7 juil. 2015 . Pour ce travail, je développe notamment des nouveaux . Institut d'électronique
fondamentale (IEF, CNRS/Université Paris-Sud) .. le graphène et la simulation de transistors à
effet tunnel à base de .. sondes AFM haute fréquence, MEMS en GaN. . from a
threedimensional particle-in-cell Monte Carlo.
dispositifs actifs MESFET, MOSFET à base de GaInP par la méthode de Monte Carlo .. La
Simulation Monte Carlo pour Les Composants .. Le premier chapitre est délimité sur les
matériaux semi-conducteurs III-V, dans ce ... hautes fréquences des différentes filières de
composants microélectroniques. Tableau I- 4.
Dans ce memoire, nous avons traite la modelisation et la simulation du climat a . NEW
Simulation Monte Carlo De Mosfet Pour Une. . (FET) a base de materiaux III-V pour un
fonctionnement en haute frequence et une ultra basse consommation. . Ce projet, est une etude
et realisation d'un module electronique a base de.
Professeur d'enseignement supérieur à la Faculté des Sciences Rabat pour . de recherche de
cette thèse portent sur la modélisation et la simulation des matériaux cuprates multiferroiques
du massif au nano-films. Nous avons ainsi étudié à l'aide de la simulation Monte-Carlo et la
méthode du champ moyen les propriétés.
Simulation Monte Carlo de MOSFET pour une électronique haute fréquence: Modélisation
pour les transistors à base de matériaux III-V. M Shi. Editions.
Pour l'obtention du diplôme de Doctorat d'Etat en Electronique ... La logique BFL (Buffered
Fet Logic)… .. Figure II – 12 : Simulation Monte Carlo MESFET GaAs Lg = 1 µm… ...
Tableau III – 1: Réalisation de circuits à hautes performances en .. objectif l'amélioration du



matériau de base, l'arséniure de gallium, dont les.
31 août 2012 . D.Quéré / V. Bergeron . Les étudiants du parcours "Physique pour l'innovation
scientifique", .. iii. Approche phénoménologique d'Einstein b. Modélisation semi- . plus
courantes en simulation : dynamique moléculaire et Monte Carlo. ... des transistors CMOS qui
sont les briques de base de l'électronique.
Chapitre I :Semi-conducteurs III-V ( les nitrures de gallium) .. Chapitre III : La simulation
d'un HEMT par Silvaco basé sur la modélisation physique ... intéressantes pour opérer en
haute température, haute puissance et haute fréquence. . Les transistors à haute mobilité
électronique (HEMTs) à base de nitrure de gallium.
MOTS CLES: grille double matériau, GaN MESFET, Effet de la haute température, ... Figure
II-10- Orientation du transport électronique et effet de champ sur le . Le premier chapitre est
dédié aux propriétés des matériaux III-V. Ensuite, nous décrirons une .. grille métallique isolée
pour le transistor MOSFET (Metal Oxyde.
MOSFET : (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) Transistor `a ... dans 3C-SiC
obtenus par simulation TRIM pour des protons H. + .. 1.5.1.2 Applications haute puissance et
haute fréquence . .. 3.4 Conclusion du chapitre III . .. B] qui est un logiciel basé sur la
méthode de Monte-Carlo et enti`erement dédié.
20 Jul 2017 . 7 ELECTRONIQUE. . It takes a model-based approach to key systems
engineering design . les régulateurs, les amplificateurs haute-fréquence ou les transmetteurs. .
une clé indispensable pour comprendre la robolution en marche. . modeling experience in
LDMOS and III-V technologies, this was the.
CNAM à Paris, mais c'est également au sein du Pôle Hautes Fréquences de .. v) Implantation
ionique . III-1- Les transistors bipolaires à hétérojonctions SiGe . CHAPITRE 3 - MODÈLES
POUR LA SIMULATION NUMÉRIQUE DE DISPOSITIFS .. hydrodynamiques et des
simulations de Monte-Carlo ont démontré que la.
LIMOS (Laboratoire d'Informatique, Modélisation et Optimisation des . LASMEA
(Laboratoire des Sciences et Matériaux pour l'Electronique, .. Réacteurs d'épitaxie HVPE III-V
et III-N, uniques sur le territoire français. .. simulation des phénomènes de transport par la
méthode de monte Carlo : géométries complexes,.
Le rendement consommation/fréquence des futures générations de circuits intégrés . pas
satisfaisant à cause de la faible mobilité électronique de ce semi-conducteur et . et à haute
mobilité pour un fonctionnement en haute fréquence et une ultra . Simulation monte carlo de
MOSFET à base de materiaux III-V pour une.
Un actionneur de plasma ou actionneur plasma est un type d'actionneur formé d'un système ou
appareillage constitué de deux électrodes non superposées (« électrodes asymétriques ») et
séparées par un film isolant. L'application d'une radiofréquence de haute tension aux
électrodes génère . Ce type d'actionneur est actuellement développé pour le contrôle de flux,.
11 juil. 2012 . simulation Monte Carlo du composant, l'OMMIC de Paris, .. fréquence limitée
par la performance maximum de transistor et VDD la tension . MOSFET à base de matériaux
III-V sont nécessaires pour valider les .. combiner haute mobilité électronique (faible masse
effective) et de compenser, par une.
Simulation Monte Carlo de MOSFET pour une électronique haute fréquence. Modélisation
pour les transistors à base de matériaux III-V. Editions universitaires.
Pour mener à bien ces travaux, les équipes impliquées interagissent de manière fortement .
Structuration de matériaux pour la photonique et étude du vieillissement . Modélisation et
analyse d'interconnexions de type TSV pour l'électronique 3D .. enterrés à base de
nanocomposites pour des circuits hautes fréquences
5 juin 2009 . P-A07 Analyse des fréquences du spectre rovibrationnel relatif à la . Niederer, M.



Quack, V. Boudon, Université Tahar Moulay de Saida P-A08 Étude structurale et électronique
des complexes d'uranium à . P-A10 A multilayer adsorption of gases on solid surface using
ab-initio and Monte-Carlo method.
13 mai 2016 . Matériaux et d'Etudes Structurales) 11, 12, 13 Mai 2016 . Pour ces JNRDM 2016
organisées pour la 3ème fois à Toulouse . l'agri/agro et l'électronique, et enfin sur la silver
économie et la ... 7.2.3 Développement de transistors MOS à grille entourante à base de
nanofils verti- caux de matériaux III-V . .
Technology for Evolutionary Software Development (Technologies pour le .. Based on
thermal simulations, a first design of the production target is presented. . reposant sur un
calcul perturbatif Monte Carlo, est utilisee pour une etude de .. entre autres, d'envisager des
vols à très haute altitude en matériaux très légers.
définition d'une application de réseaux de neurones à base de transistors . Pour cela, des
simulations sous logiciel Cadence Environnement permettront . 1.2.3 Avantages et
Désavantages des SET comparés aux MOSFET . Figure 2.4 Passage du neurone biologique à
la modélisation mathématique [13] .. Monte Carlo.
Omni badge Simulation Monte Carlo de MOSFET pour une électronique haute fréquence.
Modélisation pour les transistors à base de matériaux III-V. Electronics.
Les matériaux III-V à base d'arséniure de gallium GaAs ou de phosphure d'indium InP .
transistors à enrichissement se développe, même si pour les applications . haute fréquence et
mesurés en bruit. ... IV Les transistors à haute mobilité électronique (HEMTs) . sub-100nm des
outils de simulation de type Monte Carlo.
Les propriétés de la lumière lente en font de bons candidats pour améliorer l'effet . metallized
tip and bow-tie aperture nanoantenna) for studying III-V photonic . de ZnO un matériau à fort
potentiel applicatif notamment pour l'électronique. .. the simulator "MONACO" based on a
statistical (Monte Carlo) solution of the BTE.
Condensate pour les collisions p+p et p+Pb dans l'expérience ALICE au .. En pratique, la
fonction Z(V , T, µf ) est calculée en utilisant la méthode Monte-Carlo. .. rentes phases lors
d'une collision noyau-noyau de haute énergie. ... fet, lors de la transition de phase vers un
PQG, la valeur du condensat de quarks tend.
7 déc. 2009 . P 03-T5 : Modélisation de l'effet Marangoni lors d'élaboration du bain de . P 10-
T5 : Etude des interactions acoustiques pour le composé . Monte Carlo . P 12-T5 : Étude
Structurale des Diodes Schottky a base d'InP .. P 05-T4 : Effet de recuit isotherme sur les
transistors MOSFET .. caractéristiques I(V).
3 avr. 2015 . Courant calculé par une méthode Monte- Carlo / équation maîtresse 1 . III-V.
Influence des phonons sur le transport : Fréquences de . expérimentaux * : décalage
décroissant de la raie optique pour un rayon du nanocristal croissant. .. couplage du simulateur
à nanocristaux à un simulateur de MOSFET.
Une méthode d'éléments finis conservative pour les équations de Saint Venant sur la sph`ere .
8 - Modélisation et simulation numérique des milieux granulaires . .. [2] V. Sriraman et al.,
HfO2 based resistive switching non-volatile memory (RRAM) .. Monte-Carlo et présentons les
solutions obtenues avec différentes.
confiance, sa disponibilité, et aussi pour ses qualités humaines. ... Simulation de transistor
NMOS 1μm avec LDD et LOCOS sur TCAD SILVACO 46. 6.
Hétérostructures III-V à base d'antimoine pour la réalisation de transistor à effet tunnel .
Electronique moléculaire à haute fréquence . Modélisation de la mécanique des nanostructures
unidimensionnelles . III-V MOSFET for RF applications . Simulation Monte Carlo des nano-
composants à base de matériaux nitrurés.
Les MOSFET III-V sont considérés comme des candidats potentiels pour les . du transport



électronique dans des matériaux et dispositifs SOI avancés pour la . Analyse expérimentale et
modélisation du bruit haute fréquence des transistors . la base du TBH SiGe pour atteindre les
meilleurs performances dynamiques.
Etude théorique du transport électronique dans les nanodispositifs à boîtes .. Pour des raisons
de simplicité, bien que cette thèse soit consacrée à l'étude de .. Transistor à un électron (SET)
V. Talbo, 2012 La théorie orthodoxe, basée sur une . de Bardeen Caractéristiques électriques
Algorithme Monte-Carlo: probabilité.
d'utiliser les transistors MOSFET conventionnels sur bulk à canal long. Une des . structures
pour pallier aux problèmes posé par les MOSFET conventionnels devenus .. I.2.3.2 Schéma
équivalant en petits signaux haute fréquence … .. [3] : SAINT-MARTIN Jérôme, «Etude par
simulation Monte-Carlo d'architectures de.
Mobility Transistor, single-gate MOSFET, et double-gate MOSFET) en recherchant les .
professeurs à l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour leurs .. Matériaux III-V: les
hétérostructures sont prévues pour le domaine du térahertz : ... La simulation de Monte-Carlo
rapporte une excellente exactitude des calculs à.
carbure de silicium, diode JBS, électronique de puissance, contact Schottky, ... le SiC, le
concept de diodes JBS à base de tranchées sera présenté et la .. à effet de champ (FET),
généralement un MOSFET pour sa rapidité de .. sur des structures dont les profils de dopage
ont été calculés par simulation Monte-Carlo.
SATT SUD EST Physics Chemicals, Materials & plant-based materials Measurement &
Instrumentation . Technologie de mousses métallisées pour des antennes 3D ... III-V
semiconductors are a category of materials useful for optoelectronics .. Combinaison de
plusieurs transistors FET à grille suspendue, ce nouveau.
71 Chapitre III: Etude des propriétés physico-chimiques des films SiOxNy Introduction . ..
Simulation du comportement électrique d'un transistor MOSFET .. qui ont subi des recuits
thermiques à haute température et pour différentes durées. .. [12] S. K. Sharmaa, S. Barthwal,
V. Singhd et al., “PECVD based silicon.
Fabrication de transistors mono-electroniques en silicium pour le traitement classique et ... La
simulation des phénomènes implique à priori une modélisation .. autres, d'envisager des vols à
très haute altitude en matériaux très légers. .. a base de nitrure de silicium PECVD pour
cellules solaires triple-jonction III-V/ Ge.
v. CHAPITRE III: SIMULATION NUMERIQUE DU DG N-MOSFET. 80. III.1. .. pour un
transistor MOS à canal N long (Weff/Leff = 10/10μm) et oxyde ultra mince . II.13 : Orientation
du transport électronique et effet de champ sur le MOSFET .. Jusqu'à présent, nous avons
basé notre étude sur une structure MIS et ceci afin.
Official Full-Text Paper (PDF): Modélisation et simulation numérique des . alors que leurs
fonctionnalités (application haute-fréquence par exemple) et leurs . architectures pour le
transistor MOSFET à base de matériaux innovants tels que .. de germanium et de
semiconducteur III-V reste la grande difficulté à créer un.
L'Institut d'Electronique de Microélectronique et de Nanotechnologies .. pour le doctorat
conjoint de TELECOM Sud Paris et de l'Université des .. vidéo) basée sur un modèle de
Markov absorbant et une méthode de .. Codage canal, capacité, algorithmes itératifs, modèles
de Markov cachés, méthodes de Monte. Carlo.
Ce Modal a pour objectif de caractériser les réseaux d'interactions entre plantes ... Ces
concepts de base de Biologie Cellulaire seront développés sur 9 blocs : .. Des projets de
modélisation et simulation seront proposés, en lien par exemple ... Blog du cours accessible
via : http://montecarlo-polytechnique.blogspot.fr
UMR 8182, Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay, Université . Pour cela,



une voie complètement originale est proposée, basée sur . in-situ de nanotubes dans des
microscopes électroniques en transmission1,2,3,4, . p-n junctions based on doped silicon or
III-V-semiconductors. ... Gian Carlo Gazzadi.
3 oct. 2011 . CHAPITRE I : Transport hors équilibre dans les nano-transistors . .. multiple à
base de Silicium et de matériaux III-V. Ce travail s'inscrit dans le cadre . pour l'électronique
haute fréquence ou la logique multi-valuée [R23, R24]. .. Dollfus, “Monte Carlo Simulation of
III-V Material-Based MOSFET for High.
commandées, les diodes, les transistors MOS, FET, bipolaires, les lignes de .. des usages en
électronique (R pour résistance, C pour condensateur, L pour self, etc.), .. vaut 1 V et celle du
nœud 2 vaut 0,5 V. Le courant continu débité par la source .. Les asymptotes basse fréquence
et haute fréquence s'écrivent donc1 :.
6 févr. 2012 . materiaux III-V pour une électronique haute fréquence .. Oxide Semiconductor)
à base de transistors FET (Field Effect Transistor) en silicium. .. l'aide du simulateur semi-
classique de dispositifs Monte Carlo .. et le confinement quantique pour modéliser le contrôle
de charge dans une structure MOS.
2 oct. 2006 . behaviour of nanotube transistors based on multiple nanotubes .. Laboratoire de
Physique et Modélisation des Milieux Condensés, . Goulet d'étranglement pour les spins lié à
la séparation spin-charge .. They are in qualtative agreement with previous quantum Monte-
Carlo numerical simulation[3]. Our.
1 déc. 2016 . Simulation électrique de la conversion en fréquence du bruit BF . . Transistor
MOS froid pour la transposition de fréquence . . Modélisation analytique . . auparavant
réservé aux matériaux composites de type III-V qui couvraient . La possible montée en
fréquence du mélangeur passif vers la gamme.
importantes pour le LHC, sont actuellement en plein essor, dans le domaine des simulations.
Monte-Carlo et des algorithmes de jets. 1.3 PLASMA DE QUARKS.
20 févr. 2010 . Electronique, Electrotechnique, Automatique et Traitement de Signal (EEATS) .
Modélisation multi-physiques et simulation globale de systèmes autonomes sur ... et sur la
fréquence de résonance pour la structure basée sur l'AlN . . tuations du procédé de fabrication
(résultats de l'analyse Monte-Carlo) .
V- Polymer and Organic Materials . collaboration between the University of Haute-Alsace
(UHA) and the .. FILM TRANSISTOR .. MATÉRIAU DE CATHODE À BASE DE LIFEPO4
POUR ... PAR LA SIMULATION MONTE CARLO DANS LES ... Auteur correspondant,
courrier électronique ahmad.kassas@unicaen.fr Tél.
Présentée à l'Université de Metz pour l'obtention du diplôme de .. III,2. ETUDE AVANT
IRRADIATION lll.z.l. Transistors MOS en conduction .. méthodologie de simulation basée
sur I'ajustement des paramètres process et le choix des .. Figure ll,4: Caractéristique C'V haute
fréquence (1 MHz) d'une capacité MOS rype P'.
12 déc. 2012 . pour la simulation de dispositifs électroniques à base de .. 2.3.2 Résolution
Particulaire (Monte Carlo). . III Étude et modélisation du transport électronique. 99 .. Courant
de drain du transistor MOSFET à nanofil . mécanique quantique où les propriétés des
matériaux n'ont plus rien à voir avec celles qui.
23 oct. 2017 . Les matériaux III-V sont de bons candidats pour remplacer le silicium à ..
caractérisation et de simulation du Laboratoire d'Imagerie Infrarouge .. La modélisation Monte
Carlo de systèmes de spin est l'une des .. A basse température, un transistor MOSFET silicium
de taille nanométrique agit comme un.
Ce Modal a pour objectif de caractériser les réseaux d'interactions entre plantes ... Ces
concepts de base de Biologie Cellulaire seront développés sur 9 blocs : .. Des projets de
modélisation et simulation seront proposés, en lien par exemple ... Blog du cours accessible



via : http://montecarlo-polytechnique.blogspot.fr
20 mars 2007 . internationales affiliées au Conseil International pour la Science . (c) La
réalisation et la diffusion d'étalons de temps et de fréquence; ... CNTFET par simulation Monte
Carlo, H. Cazin d'Honincthun, .. Nous décrivons la réalisation et l'étude de transistors
organiques (FET) ambipolaires à base de.
Comparaison du taux de piégeage du V-Model et des simulations Monte . Equivalence entre
irradiation à faible débit de dose et à fort débit de dose à haute température . peuvent être des
oxydes d'isolation pour les transistors MOS de puissance .. Les effets des radiations sur
l'électronique peuvent être décomposés en.
Simulation Monte Carlo de MOSFET pour une électronique haute fréquence: Modélisation
pour les transistors à base de matériaux III-V (Omn.Univ.Europ.)
Pour l'obtention du diplôme de Magister en électronique. Option : . Cellules solaires et
applications des matériaux semi-conducteurs III-V. 3. - Introduction. 3 . Simulation de la
cellule solaire à triple-jonction à concentration à base des .. Monte Carlo. 32 . d'une cellule
solaire haute qualité InGaN/Si à deux jonctions.
CHAPITRE I : HEMTs à base de Nitrure de Gallium . Le transistor à haute mobilité
électronique (HEMT) InAlN/GaN . ... faible largeur de bande d'énergie interdite ouvrent la
voie aux matériaux III-V tel .. pour les applications de puissance et faible bruit aux hautes
fréquences. .. notamment pour la montée en fréquence.
TITRE DU SUJET : Simulation Monte Carlo de MOSFET à base de matériaux à faible bande
interdite pour une électronique haute fréquence ultra . Pour lever ce verrou technologique et
réaliser des transistors hautes fréquences (quelques MHz . détails du fonctionnement des
MOSFET III-V à faible tension d'alimentation.
Spécialité : Conception des Circuits Micro-Electroniques et Micro-Systèmes . vidéo en
technologie CMOS basse tension pour applications aux . une alimentation en (0V,+3.3V), il est
prévu pour le traitement de signaux . Fréquence Pixel .. de 110dB lors d'une simulation de
Monte-Carlo avec modèle de dispersion pour.
Nouvelles applications des microscopies AFM en électronique . utilisée avec succès pour les
études du transport local dans les transistors à .. Dans les simulations, le matériau de bas indice
est la silice et celui de haut . Based on fundamental hypothesis, we developped a Monte Carlo
model to simulate mass transport.
113 3.4.2 Modélisations thermo-électriques pour les simulations sous S PECTRE® .. d'un
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